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2T rungsschicht weitere S¢hichten als Dlﬁusions-
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Eqschreibung

Die Patentanmeidung betrifft eine integrierte
Halbleiterschaltung mit einem aus. Silizium be-
stehenden Substrat, in dem und auf dem die die 5
Schaltung bildenden Elemente erzeugt sind, die
diffundiarte Siliziumbereiche aufweisen, und mit
einer aus Aluminium oder aus einer. Aluminiumle-
gierung bestehenden .#usseren: Kontaktleiter-

_ bahnebene, welche unter Veswendung einer Me- - 71& )

tallsmzudzmschenschlcht mit den- zu_kontaktie- -
renden  diffundierten Sllazmmberalchan der -
haltung verbunden ist. ' )

Eine Anordnung der emgangs genannten Art
wobea Platinsilizid als Zwischenschicht. verwen- .15

. det wird, ist aus einem Aufsatz von Ting und Witt- -~
mer aus Thin Solid Films 96 (1982) Seite 331 be-
kannt. Die thermische Stabilitéat liegt bei 400°C.

Eine auf Aluminium oder Aluminium-Legierun-.
gen wie Aluminium-Siliziem oder Aluminium-Si- 20
lizium-Titan basierende- Matalhs;erung fur inte-
griérte Halbleiterschaltungen- ist ebenfalls sus -
dem genannten Aufsatz von. Ting -und Wittmer
bekannt. Die thermische Stabilitat liegt bei:650°C. -

-Das - Metallusserungssystem “besitzt - foigenda’ ]
" Nachteile:” |
1. Die Ausblldung klemer Koniakte zu. ﬂachen .

hochdotierten Diffusionsgebigten” im . Silizium-
substrat ist sehr problematisch, da wegen des

N sogenannten’ (splklngl und/oder apitaktischen '..ib;'
- p-Silizium-Wachstums in den Kontakten {Degra- .

- “diérung von n*: Kontaktan) Substratkurzschluss- :
‘gafahr besteht.. ”
2 Temparaturstablle Schottky-Dnoden mit

- nlednger Barriere &g auf n-Silizium herzustellen, . 36 s

_ :wie gie zum Beispiel fir. «ciamped transistorss
- bendtigt werden, die zum_Beispiel in Schottky--
TTL-Schaltkreisen oder in kombinjerten CMOS/

it Schottky-TTL-Schaltkreisen verwendet werden,

ist sehr schwierig, da das Aluminium im alige- 4

' “meinen an die Grenzflichan dlffundlert und s .

.arhdht.
Diese’ Nachtelle k&nnen wmtgehend dadurch o
bahoben werden. dass zusitzlich -zur Kontaktie- -

‘barriaren verwendat werdan. - '
- So'ist beispielsweise aus dem bérelts zmerten -

- Aufsatz von Ting ‘und Wittmar . in - cThm Solid .. .
Filmsy 98 (1582) suf Seite 338 gin Dreischichtsy-- . -
-t -gtem, bestahend aus ‘Aluminigm, Titan.und Pla-: = 60
| tingilizid zu entnehman, wiobei sich das Platlnsll‘~ T

"ztd nur im Kontaktioch befindet.
“Aus der US-A-4 201 999 (Howard) Tst wmtsfhm

- hekannt, fir die ‘Resligistung yon SGhottky Dio
** ‘den mit niedriger Batriere auf n-Silizium ein Drei-

' schlchten—Metalllsistungssvmm bestehond aug -

- _ Tantal, Tantal- Alummium undAlummium 24 ver-_ g

" wenden,

s Der Nachteil dieser. Metamsierung Iiegt dann, L
_dass Tantal im Kontakt mit Silizium "bereits bei - - 80

verhﬁltmsmassng niedrigen_ Temperatureh : zur -

. Silizidbildung “tendiert, wodurch- Substratkurz- . .

" - schiiisse verursacht werden knnen.

Der Aufbau dieser bekannten Schlchtsystame .
arfordert zusatzhche Prozessschrme ‘welche er- .85

2

hebtiche Mehrkosten verursachen und die Feh- - -
lerquoten bei der Herstellung der integrierten

Schaltungen erhohen kdnnen.
Die Aufgabe, die der Erfmdung zugrundeliegt
besteht deshalb in der Angabe eines auf Alumini-

_um basierenden Metallisierungssystems, wel-
ches nicht nur leichter realisierbar und einfacher

aufgebaut ist, sondern auch die Zuverlassigkeit
und Belastbarkeit von elektrischen Leiterbahnen
und Kontaken zu flachen Diffusionsgebietéen bei

: _VLSI -Systemen (= very large scale integration)
waeiter erhdht. . o
 Diesa Aufgabe wird. durch eine mtegnerte )

- Halbleiterschaltung der eingangs genannten Art " :

gelést, welche erfindungsgemiss dadurch ge-

- kennzeichnet ist, dass die Zwischenschicht aus

Tantaldisilizid besteht, wobei der Tantalgehalt

- der Verbindung grosser ist ais es der Tantaldisili-

zid-Stoéchiometrie entspricht, wodurch die Diffu-

sion von Aluminium und S|I|2|um im Tantaldlsnh- '

zid verhindert wird.
Dabei liegt es im ‘Rahmen des Erfmdungsge-

_ dankens, dass die Zwischenschicht durch gleich-
_zeitiges Aufdampfen -der beiden Elemente oder
 durch Hochfrequenzzerstéuben unter. Verwen-
.- dungeines aus Tantalsilizid bestehenden Targets
" erzeugt ist. Bei der Art dieser Herstellung schei-

~ det sich aus Tantalsilizid bestehenden Targets er-
zeugt ist. Bei der Art dleser Herstellung scheidet .

- sich das Tantalsilizid in amorpher Formab.,. .
" Gemass einem anderen Ausfuhrungsbersplal i
_ nach der Lehre der Erfindung wird die Zwischen-
schicht durch Abscheidung sus der Gasphase,
“beispielsweise durch . thermische Zersetzung
eines aus Tantalhalogenid und Silan bestehen--

den Gasgemisches gebaldet

. Die Verwendung eéiner. Tantalsilizidschicht zur -
: Verhmdarung einer Ausdiffusion von Aluminium

zwischen einer Kontaktleiterbahnebene und
einer Polysiliziumgatestruktur ist zwar aus dem

IBM Technical Disclosure Builetin, Vol. 19, No. 9, .

Februar 1977, Seite 3382, bekannt, doch wird die-

se hier durch Aufdampfen einer Tantalschicht
- .und anschiiessende Silizidbildung bei AOD—BM'C
 -aus der’ Polysilizium- -Gatsstruktur erzeugt. Eine
. Diffusionsbarriere aus Tantaldisilizid mit. ‘erhoh- .
- tem Tantalgehalt ist nicht offenbart.” . -~ 7
" Waeiterhin ist aus der EP-A-0000317 bekannt,
“dass mit einer Zunahme des’ ‘Tantalgehaltes die.
Leitfahigkeit einer Tantalsilizidschicht zunimmt,
wobei ingbesondere auf die Verbindung TagSis
L hlngawiasen wird: Die Verbindung TasSi, ist eine -
- stéchiomatrische Verbindung und bekanriterwei-
~ _se.bel hohen Temperaturén nicht stabil. Auch -
s - - hier entsteht im Endeffekt die stabile Tantaldisili-
" ‘Zidverbindung, die keinen- Tantaliiberschuss und -
damit ‘die Diffusionsbarrierenbildung nicht auf- - .
weist. Die sus der EP-A-0000317 bekannten
~Schichten dienen ausschliesslich der Erhéhung
der Lem‘ahlgkalt von - Polysiliziumverbindungen - -
" bzw. als direkte Elektrodenschichten auf diffun- -
- dieften Siliziumbereichen und weisen vorzugs- -

weise sinen Siliziumiberschuss auf.

Waeitere Ausgestaltungen der Erfindung arge-' '

ben sich aus den Unteranspriichen.
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Im folgenden wird anhand der.in der Zeichnung

- befindlichen Figur der Schichtaufbau des Kon.
taktes im Schnittbild noch néher erldutert.

Dabei ist mit dem Bezugszeichen 1 das den n*-

bzw. p*-dotierten Bereich 2 enthaltende Substrat

0132720

und-mit 3 die das Kontaktloch enthaltende Si0,-

Schicht bezeichnet, Nach ‘bekannten Verfahren

der Halbleitertechnologie (Co-Sputtern, Co-
- Dampfen oder CYD-Verfahen (= chemical vapor
deposition)) wird eine Tantaldisilizidschicht 5 in
einer Schichtdicke von 100 bis 500 nm aufge-
bracht, wobei die Abscheidung- so _gesteuert

10

wird, dass' mehr Tanta! niedergeschlagen wird, -

als es der Tamaldisilizid-Stdchiometrie ent-
spricht. Dies geschiaht beispieisweise durch Ver-
wendung eines Tantalsilizidtargets aus einer Le-
gierung mit Tantatiiberschuss. Auf die Tantaldisi-
- lizidschicht 5 wird eine zum Beispie! dotierte Alu-

. miniumschicht 6 in einer Schichtdicke von
500-2000 nm aufgedampft und diese ‘Doppel-

4

aus Silizium bestehenden Substrat (1), in dem
und auf dem die die Schaltung bildenden Ele-
mente erzeugt sind, die diffundierte Siliziumbe-
reiche (2) aufweisen, und mit einer aus Alumini-
um oder aus einer Aluminjiumlegierung beste-
henden #usseren Kontaktleiterbahnebene (6),
waiche unter Verwendung einer Metallsilizidzwi-
schenschicht (5) mit den zu kontaktiersnden dif-
fundierten Siliziumbersichen (2) der Schaltung

verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die -

Zwischenschicht (5) aus Tantaldisilizid besteht,
wobei der Tantalgehalt der Verbindung grosser
ist als es der Tantaldisilizid-Stéchiometrie ent-

- spricht, wodurch die Diffusion von Aluminium

15

schicht (5, 8) dann'gemeinsam strukturiert (in der -

Figur nicht dargestelit). S
Es ist aber auch mdglich, durch ein selektives

CVD-Verfahren das. Tantalsilizid nur im Kontakt-

 loch (siehe Pfeil 4) abzuscheiden. -

Die Aluminiumschicht 8 dient der -Mjnihigrimg' '

des ' Leitbahnwiderstandes .und ermdglicht_die

25

.- problemlose Kontaktierung. 'Die Tentaldisilizid- =
- . schicht b wirkt gleichzeitig als Diffusionsbarriere .

.und als Kontaktiermaterial. Dies ist maglich; da -

- einerseits mit Tantaldisilizid ohmsche Kontakte -

aus n*- und p*-Silizium hegestellt werden kan-

nen und die Schottky-Barriere zu n-Silizium mit
- 0.58 6V ausreichend niedrig ist, andererseits Tan- .

 taldisilizid mit einem hiheren Tantalgehalt als der
Tantaldisilizid-St6chiometrie entspricht die Alu-.

minium-Diffusion  bei Temperschritten verhin-
dert. © - . eooe e

Folgende Vorteile ergeben sich durch die erfin-
dungsgemisse Metallisierung:

1. Es werden nur zwei, statt Gblicherweise drei

- Schichten verwendet, wodurch dis Herstellung
{zum Beispiel Atzun

lich verginfachtwird. =~ .

2. Es wird eine geringe Reaktionstiefe in (100)- -

+ Silizium erzielt, da bereits Silizid statt dem reinen
~ Metall abgeschieden wird. - - el

3. Es findet -keine Aluminiumdiffusion in die -

- Kontakte statt. - - o
" 4. Esentsteht kein p-Silizium-Epitaxie-Wachs-
tuminden Kontakten, =~ = o

5. .Es kann bei der’ Ab'scha_idu'nﬁ vbn'AI‘u'r.m;ni'- o

- _umaufden Siliziomzusatz verzichtet werden, -

- 8."Die Abscheidiing beider Schichten mit dem

gleichen Verfshren, zum Beispiel mit dem CVD-

. Verfshren, istmoglich, . - o
- -1."Tantaldisllizid besitzt: sine hohe Strombe-

-~ lastbarkeit, so dass bei ganzftchiger Silizidbe-
 sehichtung eine Sicherhsitsreserve bei Alumini- -

| ‘um-Unterbrechungen vorhandenist. -

Patentanspriiche

1."lntegri'e‘rte' Halbleitefschaltung mit einem

g und Abscheidung) wese_nt- ’

und Silizium im Tantaldisilizid verhindert wird. -

~ 2. Integrierte Halbleiterschaitung- nach An- -

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-

schenschicht (6) durch gleichzeitiges Aufdamp-
* fen der beiden Elemente oder durch Hochfre-

quenzzerstiuben unter Verwendung eines Tan-
talsilizidtargets erzeugt ist. :

3. Integrierte Halblsiterschaltung nach' An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-

.-schenschicht (5) durch Abscheidung aus der
_ Gasphase, beispielsweise durch thermische Zer-
-setzung eines aus Tantathalogenid und Silan be-

stehenden Gasgemisches gebildet ist. ,
4. Integrierte Halbleiterschaltung nach An-

_ spruch 3, dadurch gekeanzeichnet, dass die Zwi- - .
. schenschicht selektiv fur im Kontaktioch abge-

schieden ist. :

5. Integrierte Halbleiterschaltung nach einern’

der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontaktleiterbahnebene (6) aus einor
Aluminiumlegierung der Systeme Aluminium-

Kupfer, Aluminium-Silizium, Afuminium-Kupfer-

Silizium oder Aluminium-Silizium-Titan besteht.
6. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem

~der Anspriiche 1 bis §, gekennzeichnet durch eine

Schichtdicke der Zwischenschicht (5} im Bereich
von t00 bis 500 nm.

- 7. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem
der Anspriiche 1 bis 3, 5 und 6, dadurch gekenn-

zpichnet, dass die Zwischenschicht (56} mit der sis

bedeckenden Kontaktleiterbahnebene (6} struk-

Doppelschicht (5, 8} besteht.

" ;Ci_aims"-

1. An integrated semiconductor circuit com- L
- prising a substrate (1) consisting of silicon and in L
-~ and on which are produced the elements which -
form the circuit and which have diffused silicon -
- zones (2), and.an external contact conductor path -
-plane (6) which consists of atuminium or an alu-
minium alloy and which is connected to the. dif-
fused silicon zones (2) of the circuit which are to -

be contacted, using a metal siticide intermediate
layer (5), characterised in that the intermediate

layer (5} consists of tantalum disilicide, in which

the tantalum content of the compound is greater
than that corresponding to stoichiometric tanta-

lum disilicide, as a resuit of which the diffusion of

S

- turiert ist, so dass die Metallisierung aus einer . L
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inium and s;hcon into the tantalum dlsmclde
revented. :

2. An integrated semiconductor circuit as
claimed in Claim 1, characterised in that the inter-
mediste. iayer (5) is. produced by simuitaneous
vapour deposition of the two elements,” or by
. high-frequancy atomisatlon usmg a tantalum sili-
" cide target.

3. An mtegrated semlconductor circuit - as

= ‘claimed in Claim 1, eharactensad inthat thetnter- .

mediate iayer {5) is formed by deposition from
. the gas phase for example by thermal decompo-

0132720

1

jon of a gas mixture consisting of tantalum ha- ; o

(" 8 and silane.
4. An integrated semlconductor circuit as
- ¢claimed in Claim 3, characterised in that the inter-

15

mediate layer i is selectwely deposlted only in the B '

- contact hola. -

" B:- An “integrated samlconductor ctrcult as
_ claimed in one of Claims 1 to 4, characterised in
- that the-contact conductor path plane (6} con--

. sists of an aluminium alloy of the $ystems: alumi-

© " nium-coppér, alumlnlum-sulmon “alum;mum -cop- -
" per-silicon, or aluminium-silicon-titanium. " *

. 6. An " integrated semlconductor circuit as ..
- claimad in one of Claims 1 t0 5, characterised bya

- thickness of the- mtermednate “layer (5) n. tha
‘range of 100 to 500 nm. "

.. 1. An 'integrated semlconductor circult as_'.' v
" _claimed in'one of Claims 1 to 3,6 and B, character--
.. "ised in that. the intermediate 1ayer (5) i struc--
"~ tured with the’ contact Eonductor path plane (6)
* covering it, 50 that tha rnetnﬂlsatlon conmsts ofa
B doubla Inyer(S 6). - B

6

plah extaérieur étant relié aux zones de diffusion
de silicium (2} du circuit & contacter, avec mise en
osuvre d’une coucha intermeédiaire (5) en siliciure

métallique, caractérisé par le fait que la couche
intermaédiaire {5) est constituée par du disiliciure

de tantale, la teneur en tantale du composé étant
supérieure A celle qui correspond au silicium de

" tantale stcechiométrique, gréce & quoi on em-

péche ia diffusion de I’atuminium et du-silicium

~ dans le di-siliciure de tantate.

2. Circuit & semi-conducteurs intégré seion la
revendication 1, caractérisé. par-le fait que la
couche intermédiaire (5) est produite par évapo-
ration simultanée des deux éléments ou par put-
vérisation haute fréquence, avec mise en muvre’
d’'una cibie de siliciure de tantale.

3. Circuit 4 semi-conducteurs intégré selon la
revendigation 1, caractérisé par- le fait que la
couche intermédiaire (5) est produite par le dépdt
4 partir de |a phase gazeuse, par exemple par dé-

composition thermique d'un mélange gazeux

constitué par I'halogénure de tantale et le silane.

4. Circuit & semi-conducteurs intégié selon la
revendication 3, caractérisé par-le fait que la .
_couche: intermédiaire est déposée de fagon sé-

lective uniquement dans le trou de contact.

5. Circuit & semi-conducteurs  intégré selon

- I'une des revendications 1 & 4, caractérisé par le

fait que Je plan de pistes conductrices de-contact -

(6} est constitué par un aillago d'sluminium des -
- systdmes aluminium-cuivre, aluminium-silicium,
alumlmum—cuévr&ﬂlictum ou alumamum sifi-

cium- -titane.

8. Circuit & semi- conducteurs mtégré selon' -
" {'une des revendications 14 5, caractérisé par une

s épatsseur de couche de la couche untermﬁdlalre

1: Cll’CUIt é saml conducteurs mtégré com-i :

" prarant un substrat {1) constitué par du silicium

" < st dans Jequel ou sur Jequel sont réalisés ies élé-

‘ments constitutifs du circuit qui présentent des

- zonesde diffugion de silicium (2), ainsi qu’un plan
extérieur (6) de pistes conductrices de contacten .
B a!ummlum ou -en -un alhage d'alumimum, Iadn L

" contact (6) qui la recouvre, en sorte que fa métal-
- Iusatson est constituée par une coucho double {5,

(5) qui se situe dans la zone de 100 4500 nm.

7. Circuit & semi-conducteurs intégré selon
I'une des revendications 1 & 3, 5 et 6, caractérisé
par le fait que la couche intermédiaire (5) est
structurde avec le plan de pistes conductrices de
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The Patent Application relates to an integrated semiconductor
circuit comprising a substrate consisting of silicon in and on which
are produced the elements which form the circuit and which have
diffused silicon zones, and an external contact conductor path plane
which consists of aluminium or an aluminium alloy and which is
connected to the diffused silicon zones of the contact which are to
be contacted using a metal silicide intermediate layer.

An arrangement of the type referred to in the introduction,
in which platinum silicide is used as intermediate layer, is
disclosed in an article by Ting and Wittmer in "Thin Solid Films"

96 (1982), page 331. The thermal stability lies at 4000C,

A metallisation for integzated semiconductor circuits which
is based on aluminium or aluminium alloys, such as aluminium-silicon
or aluminium-silicon-titanium, is also disclosed in the
aforementioned article by Ting and Wittmer. Thermal stability lies
at 5500C. The metallisation systém has the following
disadvantages:

1. The formation of small contacts to shallow highly doped
diffusion zones in the silicon substrate is very problematic
since, because of the so-called "spiking" and/or epitaxial
p-silicon growth in the contacts (degradation of
nt-contacts) the danger of substrate short-cizcuits exists.

2. It is very difficult to produce thermally stabie Schottky
diodes with a low barrier fg to n-silicon such as are
required, for example, for "clamped transistors", as used for
example in Schottky-TTL-circuits or in combined
CMOS/Schottky-TTL—circuité, sinéerthe‘aiumihium genérally'-
diffuses at the boundary surfaces and increases the ﬁB.
These disadvantages can be largely overcome by using further

layers, in addition to the contacting layer, as diffusion barriers.

Thus, for example, the previously mentioned article by
Ting and Wittmer in "Thin Solid Films" 96 (1982) page 338 has
disclosed a three-layer system, consisting of aluminium, titanium and

platinum silicide, in which the platinum silicide is arranged only in

the contact hole.
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Furthermore, from US-A-4 201 999 (Howard)} it is known to use
a three-layer metallisation system consisting of tantalum,
tantalum-aluminium and aluminium, to construct Schottky diodes with a
low barrier to n-silicon.

The disadvantage of this metallisation is that tantalum in
contact with silicon tends to form silicide, even at relatively low
temperatures, thus giving rise to substrate short-circuits.

The construction of these known layer systems necessitates
additional process steps which give rise to cconsiderable additional
costs and can increase the fault quota in the production of
inteqrated circuits.

The object of the present invention is to provide a
metallisation system which is based on aluminium and which not only
can be constructed more easily and in a simpler form but also further
increases the reliability and load capacity of electrical conductor
paths and contacts to shallow diffusion zomes in VLSI (= very large
scale integration) systems.

This object is fulfilled by an integrated semiconductor
circuit of the type referred to in the intreoduction which is
characterised in accordance with the invention in that the
intermediate layer consists of tantalum disilicide, in which the
tantalum content of the compound is greater than that corresponding
to stochiometric tantalum disilicide, as a result of wﬁich the
diffusion of aluminium and silicon into the tantalum disilicide is
prevented, .

It lies within the scope of the principie of the invention
that the intermediate layer is formed by simultanecus vapour
deposition of the two elements, or by high frequency sputtering using
a target consisting of tantalum silicide. With this sort of
production, the tantalum silicide is deposited in amorphous form.

In accordance with another exemplary embodiment according to
the teaching of the invention, the intermediate layer is formed by
deposition from the gas phase, for example, by thermal decomposition
of a gas mixture consisting of tantalum halide and silane.
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Although the use of a tantalum silicide layer to prevent the
diffusing-out of aluminium between a contact conductoer path plane and
a polysilicon gate structure is known from IBM Technical Disclosure
Bulletin, Vol, 19, No. 9, February 1577, page 3382, in this case it
is produced by the vapour deposition of a tantalum layer followed by
silicide formation at 400 - 8000C from the polysilicon gate
structure. A diffusion barrier of tantalum disilicide with increased
tantalum content is not disclosed.

Furthermore, it is known from EP-A-0 0060 317 that with an
increase in the tantalum content, the conductivity of a tantalum
silicide layer increases, particular reference being made to the
compound Ta55i3. The compound Tas5i3y is a stochiometric
compound and is known to be unstable at high temperatures. Here
also, in the final ocutcome, a stable tantalum disilicide compound is
formed which has no excess of tantalum and therefore no diffuéion
barrier formation. The layers known from EP-A-0 000 317 serve
exclusively to increase the conductivity of polysilicon compounds and
as direct electrode layers on diffused silicon zones and preferably
have an excess of silicen.

Further developments of the invention are described in the
sub-claims.

In the following, the layer construction of the contact will
be explained in detai] making reference to the sectional view shown
in the drawing.

Here, the reference symbol 1 designates the substrate which

-contains the n*- or pt-doped zone 2, and 3 designates the

8i02-layer which contains the contact hole. Using known
semiconductor techniques (co-sputtering, co-vaporisation or
CVD-processes (= chemical vapour deposition), a tantalum disilicide
layer 5 is applied in a thickness of 100 to 500 nm, the deposition
being so controlled that more tantalum is deposited than corresponds
to stochiometric tantalum disilicide. This is carried out, for
example, by using a tantalum silicide target made of an alloy with.a
tantalum excess. An alumminium layer 6, for example, a doped layer,

is vapour deposited in a thickness of 500 - 2000 nm on to the
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tantalum disilicide layer 5 and this double layer (5, 6) is then

commonly structured (not shown in the Figure).

However, it is also possible by the use of a selective
CVD-procedure, to deposit the tantalum silicide only in the contact
hole (see arrow 4).

The aluminjum layer 6 serves to minimise the conductor path
resistance and facilitates problem-free contacting. The tantalum
disilicide layer 5 simultaneously serves as diffusion barrier and as
contacting materiai. This is possible since, on the one hand,
tantalum disilicide can be used to form high-resistance contacts for
nt- and pt-silicon and the Schottky barrier to n-silicon, at
0.59 eV, is adequately low, and, on the other hand, tantalum
disilicide with a higher tantalum content than corresponds to
stochiometric tantalum disilicide, prevents the diffusion of
aluminium during annealing steps.

The following advantages are obtained by the metallisation
according to the invention:

1. Only two instead of the usual three layers are used, whereby
the production (for example etching and deposition) is
considerably simplified.

2. A small reaction depth in (100)-silicon is obtained as

silicide is already deposited instead of the pure metal.

3. No diffusion of aluminium into the contacts occurs.
4. No epitaxial growthof p-silicon occurs in the contacts.
5. No silicon need be added for the deposition of aluminium.

6. It is possible to deposit the two layexrs using the same
process, for example, the CVD-process. -

7. Tantalum disilicide has a high current load capacity, so that
when silicide covers the entire surface a safety reserve is

available in the case of aluminium breaks.
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CLAIMS
1. An integrated semiconductor circuit comprising a substrate

(1) consisting of silicon and in and on which are produced the
elements which form the circuit and which have diffused silicon zones
(2}, and an external contact conductor path pléne {6) which consists
of aluminium or an aluminium alley and which is connected %o the
diffused silicon zones (2} of the circuit which are to be contacted,

using a metal silicide intermediate layer (5), characterised in that

the intermediate layer (5) consists of tantalum disilicide, in which
the tantalum content of the compound is greater than that
corresponding to stoichiometric tantalum disilicide, as a result of
which the diffusion of aluminium and silicon into the tantalum

disilicide is prevented.

2. An integrated semiconductor circuit as claimed in Claim 1,

characterised in that the intermediate layer (S} is produced by

simultaneous vapour deposition of the two elements, or by

high~frequency atomisation using a tantalum silicide target.

3. An integrated semiconductor circuit as claimed in Claim 1,

characterised in that the intermediate layer (5) is formed by

~deposition from the gas phase, for examnle hy ftharmal Jecompositicn

of a gas mixture consisting of tantalum halide and silane.

4, An integrated semiconductor circuit as claimed in Claim 3,

characterised in that the intermediate layer is selectively deposited

only in the contact hole,
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5. An integrated semiconductor circuit as claimed in one of

Claims 1 to 4, characterised in that the contact conductor path plane

(6) consists of an aluminium alloy of the systems: aluminium-copper,
aluminium~-silicon, aluminium-copper-silicon, or

aluminium-silicon-titanium.

6. An integrated semiconductor circuit as claimed in one of

Claims 1 to 5, characterised by a thickness of the intermediate layer

(5) in the range of 100 to 500 nm.

7. An integrated semiconductor circuit as claimed in one of

Claims 1 to 3, S and 6, characterised in that the intermediate layer

(5) is structured with the contact conductor path plane (6) covering

it, so that the metallisation consists of a double layer (5, 6).
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